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電荷敏感型赤外光子検出器(CSIP:Charge Sensitive Infrared Phototransistor)は，GaAs/AlGaAsの 2

重量子井戸を利用した，テラヘルツ帯を含む長波長赤外光に敏感な浮遊ゲ-トを持つ電界効果トラ

ンジスター(FET)である[1]．光信号の大きな増幅作用により，8～46 μmの波長領域に極めて高い

感度を有しているが，光励起に量子井戸のサブバンド間遷移を利用するため，検出波長のバンド

幅は検出波長の 15%程度で狭く，イメージセンサーとしての

応用面でもブロードバンド化が望ましい．そのため，我々は

近年 CSIP の多色光検出に向けて 2 色検出に成功し [2]，さ

らなる開発を進めている． 

本研究では，図 1.(a)のように GaAs/AlGaAs の４重量子井

戸構造を成長させ CSIP 素子を作製し 3 色検出を目指した．

FET における浮遊ゲートの役割をする三つの表面側量子井

戸（Upper quantum well: UQW）は量子井戸の厚みと potential 

barrier 等の成長パラメーターを調節して検出波長がそれぞ

れ 10 μm，13 μm，17 μmになるよう Simulationにより設計し

た．素子を実際に作成して 4 .2 Kで実測した分光特性は，図

1.(b)のように Simulation のターゲット波長にほぼ対応する 3

つのピーク構造を示した．実測波長ピークそれぞれの

Simulation 予想値より若干短波長側へのずれは， 実際の結晶

成長において potential barrierが設計より高く形成された可能

性を示唆し，それは二次イオン質量分析法（SIMS）による Al

成分比のデータと符合する．発表では，さらに，応用上重要な

ゲートのバイアス電圧印加による検出波長の選択的制御や，波長選択性を持たせたプラズモニッ

クアンテナ構造による検出波長の制御性について報告する． 
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図 1. (a) 3色検出用 CSIP素子の概

念図、(b)分光特性 
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